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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　四辺形状の上面である基板上面を有する基板と、
　該基板の前記基板上面上に形成され、四辺形状の第１上面を有する第１素子と、
　前記第１上面に、該第１上面を画成する四辺の各々に沿って形成された複数の第１ボン
ディングパッドと、
　該第１素子の上側に形成され、四辺形状の第２上面を有する第２素子と、
　前記第２上面に、該第２上面を画成する四辺の各々に沿って形成された複数の第２ボン
ディングパッドと、
　前記基板上面の第１素子形成領域以外の領域であって、該基板上面を画成する四辺の各
々に沿って設けられた複数の第１パッド接続用ポスト及び第２パッド接続用ポストと、
　該複数の第１パッド接続用ポストと前記複数の第１ボンディングパッドとを、前記第１
上面を画成する四辺を跨いで一対一対応させて結線する複数の第１ワイヤとを具えており
、
　前記第１素子と前記第２素子との間に、四辺形状の第３上面を有する絶縁シートであっ
て、該絶縁シートの前記第３上面上に、該第３上面を画成する四辺の各々に沿って形成さ
れた複数の導体金属パターンを具えた当該絶縁シートが介在されており、
　前記導体金属パターンは、前記第２素子から露出している前記第３上面の領域であって
、前記第２パッド接続用ポストから延在する直線が前記第１ボンディングパッドと接触せ
ずに到達する第１の位置および前記第２ボンディングパッドとのワイヤボンディングが可
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能な第２の位置を含んだ領域に形成されていて、
　該複数の導体金属パターンと前記複数の第２パッド接続用ポストとが一対一対応するよ
うに前記第１上面を画成する四辺及び前記第３上面を画成する四辺を跨いで設けられた複
数の第１中継ワイヤによって結線され、前記複数の導体金属パターンと前記複数の第２ボ
ンディングパッドとが一対一対応するように前記第２上面を画成する四辺を跨いで設けら
れた複数の第２中継ワイヤによって結線されており、
　前記基板上で、前記複数の第１パッド接続用ポスト及び第２パッド接続用ポストと、前
記第１素子と、前記複数の第１ボンディングパッドと、前記第２素子と、前記複数の第２
ボンディングパッドと、前記絶縁シートと、前記複数の導体金属パターンと、前記複数の
第１ワイヤと、前記複数の第１中継ワイヤと、前記複数の第２中継ワイヤとがモールド樹
脂によって封止されている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記導体金属パターンは、前記絶縁シートの上面に形成された下地メッキパターンと、
該下地メッキパターン上に形成された導体金属メッキパターンとで構成されている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記導体金属パターンは、前記絶縁シートの上面に形成された金属配線パターンである
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記導体金属パターンは、前記絶縁シートの上面に形成された金属配線パターンと、該
金属配線パターン上の、前記第１の位置を含む領域および前記第２の位置を含む領域に、
それぞれあるいは連続して設けられた導体金属メッキパターンとで構成されている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記絶縁シート上の、前記導体金属パターンが形成されている領域以外の領域に、素子
搭載領域が設けられており、該素子搭載領域には絶縁接着シートが設けられている
ことを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体装置の構造、特にチップを積層するタイプのマルチチップパッケージ
（ＭＣＰ）の構造およびその製造方法、ならびに、ウェハレベルＣＳＰ（チップサイズパ
ッケージ）の構造およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の、チップを積層するタイプのＭＣＰ（マルチチップパッケージ）の構造の半導体装
置の一例を図１１に示す。
【０００３】
図１１（Ａ）は、半導体装置の構成要素の配置関係を上から見た平面図であり、封止部の
下側の構造を示している。また、図１１（Ｂ）は、従来の装置の断面図である。
【０００４】
図１１（Ａ）および図１１（Ｂ）によれば、基板５００の上面に第１の接着剤５０２を介
して複数のボンディングパッド５０３を具えた第１の半導体素子（第１の素子）５０４が
接着されている。また、第１の素子５０４の上面には、第２の接着剤５０６を介して、複
数のボンディングパッド５０７を具えた第２の半導体素子（第２の素子）５０８が接着さ
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れている。また、基板５００の上面の第１の素子５０４が搭載されている領域以外の領域
に複数のボンディングポスト５１０が設けられている。このボンディングポスト５１０と
第１の素子５０４上のボンディングパッド５０３とは、金属細線である第１ワイヤ５１２
で結線されている。また、第２の素子５０８上のボンディングパッド５０７と基板５００
の上面の別のボンディングポスト５１０とが金属細線である第２ワイヤ５１４で結線され
ている。そして、図１１（Ｂ）に示されているように、基板５００の上面は、第１の素子
５０４、第２の素子５０８、第１ワイヤ５１２および第２ワイヤ５１４が覆われるように
、全体がモールド樹脂によって封止されて封止部５１６が形成されている。
【０００５】
次に、従来のウェハレベルＣＳＰの構造については、例えば、表面に複数のボンディング
パッドが形成された半導体素子上に、さらに複数の層が積層されており、これら複数の層
に形成されたスルーホールおよび配線金属によって、半導体素子のボンディングパッドと
、上記複数の層の最上層の表面に形成された所望の配線パターンとが電気的に接続されて
いる。そして、これらの積層構造体はモールド樹脂によって封止されている。また、例え
ば最上層の所望の配線パターンと電気的に接続させて導体ポストが形成されており、モー
ルド樹脂の実装面に導体ポストの表面が露出しているような構造がよく知られている。
【０００６】
そして、このようなウェハレベルＣＳＰの製造は、複数の半導体素子が形成されているウ
ェハに対して、半導体素子上への積層工程、配線工程および封止工程を、複数の素子を同
時に処理することによってなされている。その後、封止工程が終了したウェハを、個々の
半導体素子単位となるようにダイシングすることにより、ＣＳＰが得られる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図１１のような半導体装置においては、以下のような問題がある。すなわ
ち、第２ワイヤ５１４を、第２の素子５０８のボンディングパッド５０７と、基板５００
上のボンディングポスト５１０とに結線する際、ボンディングポスト５１０の位置によっ
ては、第１の素子５０４のボンディングパッド５０３と基板５００上のボンディングポス
ト５１０とを結線している第１ワイヤ５１２と第２ワイヤ５１４との間でショートしてし
まうおそれがある。
【０００８】
このような第１ワイヤ５１２および第２ワイヤ５１４間のショートを防止するためには、
第１ワイヤ５１２が配線される第１の素子５０４上のボンディングパッド５０３の位置、
および第２ワイヤ５１４が配線される第２の素子５０８上のボンディングパッド５０７の
位置を、それぞれ、ショートしないように選択しなければならない。したがって、配線が
可能なボンディングパッド５０３および５０７の位置が大きく制限されてしまう。よって
、半導体素子の設計自由度が低下してしまう。
【０００９】
このような問題を解決するために、半導体素子の設計自由度が従来よりも高い半導体装置
の構造および、そのような装置を容易にかつ安価に製造する方法の出現が望まれていた。
【００１０】
また、従来のウェハレベルＣＳＰにおいては、半導体素子上に複数の層が積層されてあっ
て、その最表面にボンディングパッドの再配置がなされているので、ユーザー側の要求に
より、再配置を変える場合には、半導体素子上への積層工程および配線工程を全て開発し
直して製造しなければならない。よって、この開発には時間がかかってしまう。また、再
配置を変えるのは容易ではない。
【００１１】
よって、ボンディングパッドの再配置が従来よりも容易なウェハレベルＣＳＰの構造の出
現が望まれていた。また、このようなウェハレベルＣＳＰの製造方法の出現も望まれてい
た。
【００１２】
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【課題を解決するための手段】
このため、この発明にかかる発明者等は、ボンディングパッドの再配置を容易に行うため
に半導体装置に設けられる新規な再配置用シートの開発に成功した。この再配置用シート
によれば、絶縁シートとこの絶縁シート上に形成された導体金属パターンとを具えている
ことを特徴とする。
【００１３】
　そして、この発明による半導体装置は以下の特徴を有している。
　すなわち、この発明による半導体装置は、四辺形状の上面である基板上面を有する基板
と、該基板の前記基板上面上に形成され、四辺形状の第１上面を有する第１素子と、前記
第１上面に、該第１上面を画成する四辺の各々に沿って形成された複数の第１ボンディン
グパッドと、該第１素子の上側に形成され、四辺形状の第２上面を有する第２素子と、前
記第２上面に、該第２上面を画成する四辺の各々に沿って形成された複数の第２ボンディ
ングパッドと、前記基板上面の第１素子形成領域以外の領域であって、該基板上面を画成
する四辺の各々に沿って設けられた複数の第１パッド接続用ポスト及び第２パッド接続用
ポストと、該複数の第１パッド接続用ポストと前記複数の第１ボンディングパッドとを、
前記第１上面を画成する四辺を跨いで一対一対応させて結線する複数の第１ワイヤとを具
えている。
　また、この発明による半導体装置では、前記第１素子と前記第２素子との間に、四辺形
状の第３上面を有する絶縁シートであって、該絶縁シートの前記第３上面上に、該第３上
面を画成する四辺の各々に沿って形成された複数の導体金属パターンを具えた当該絶縁シ
ートが介在されている。
　また、前記導体金属パターンは、前記第２素子から露出している前記第３上面の領域で
あって、前記第２パッド接続用ポストから延在する直線が前記第１ボンディングパッドと
接触せずに到達する第１の位置および前記第２ボンディングパッドとのワイヤボンディン
グが可能な第２の位置を含んだ領域に形成されている。
　また、前記複数の導体金属パターンと前記複数の第２パッド接続用ポストとが一対一対
応するように前記第１上面を画成する四辺及び前記第３上面を画成する四辺を跨いで設け
られた複数の第１中継ワイヤによって結線され、前記複数の導体金属パターンと前記複数
の第２ボンディングパッドとが一対一対応するように前記第２上面を画成する四辺を跨い
で設けられた複数の第２中継ワイヤによって結線されている。
　また、この発明による半導体装置では、前記基板上で、前記複数の第１パッド接続用ポ
スト及び第２パッド接続用ポストと、前記第１素子と、前記複数の第１ボンディングパッ
ドと、前記第２素子と、前記複数の第２ボンディングパッドと、前記絶縁シートと、前記
複数の導体金属パターンと、前記複数の第１ワイヤと、前記複数の第１中継ワイヤと、前
記複数の第２中継ワイヤとがモールド樹脂によって封止されている。
　例えば、チップを積層するタイプのＭＣＰにおいて、基板上に第１の素子と第２の素子
とを、この順で積層してなる構造の、第１の素子と第２の素子との間に再配置用シート、
すなわち上述した第３上面上に複数の導体金属パターンを具えた絶縁シートを介在させる
。そして、基板上に形成されたボンディングポストと、第１の素子のボンディングパッド
および第２の素子のボンディングパッドとを、それぞれ接続しなければならない場合に、
まず、ボンディングポストと再配置用シートの導体金属パターンとを接続し、この導体金
属パターンと第２素子のボンディングパッドとを接続する。また、ボンディングポストと
第１の素子のボンディングパッドとは通常通りにワイヤボンディングする。導体金属パタ
ーンは、再配置用シート上の所望の位置に設けることができるために、第１の素子のボン
ディングパッドおよびボンディングポスト間を接続する金属ワイヤの位置によらず、第２
の素子のボンディングパッドとボンディングポストとの間の接続を行うことができる。こ
のため、この発明の再配置用シートによって、例えば上記の例においては、第２の素子の
ボンディングパッドの再配置を容易に行うことができる。よって、第２の素子の設計自由
度を増大させることができる。
【００１６】
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【発明の実施の形態】
以下、図を参照してこの発明の実施の形態につき説明する。なお、各図は発明を理解でき
る程度に各構成成分の形状、大きさおよび配置関係を概略的に示してあるに過ぎず、した
がってこの発明を図示例に限定するものではない。また、図において、図を分かり易くす
るために断面を示すハッチング（斜線）は一部分を除き省略してある。
【００１７】
＜第１の実施の形態＞
この発明の第１の実施の形態として、図１および図２を参照して、チップを積層するタイ
プのＭＣＰに再配置用シートを設ける例につき説明する。
【００１８】
図１（Ａ）は、この実施の形態のＭＣＰの構成を説明するための断面図である。図１（Ｂ
）は、ＭＣＰを上から見た平面図であり、封止部の下側の各構成要素の配置関係が示され
ている。また、図２（Ａ）は、この実施の形態の再配置用シートを上から見た平面図であ
り、図２（Ｂ）は、再配置用シートの断面図である。
【００１９】
図１には、基板１２と、この基板１２上に、第１半導体素子（第１素子と称する。）１４
と、第２半導体素子（第２素子と称する。）１６とをこの順に具えた半導体装置（ＭＣＰ
）１０が示されている。基板１２の第１素子形成領域１８以外の上面の領域に、複数のボ
ンディングポスト２０ａおよび２０ｂが形成されている。また、第１素子１４および第２
素子１６の上面にも、それぞれ複数のボンディングパッド２２，２４が形成されている。
ここで、第１素子１４のボンディングパッドを第１パッド２２と称し、第２素子１６のボ
ンディングパッドを第２パッド２４と称する。
【００２０】
また、複数のボンディングポスト２０ａおよび２０ｂのうち、第１パッド２２と接続する
ものを第１パッド接続用ポスト２０ａと称し、第２パッド２４と接続するものを第２パッ
ド接続用ポスト２０ｂと称する。また、第１パッド２２のうちのボンデングポスト２０と
接続するものをポスト接続用第１パッド２２ａと称し、第２パッド２４のうちのボンディ
ングポスト２０と接続するものをポスト接続用第２パッド２４ａと称する。
【００２１】
この実施の形態では、第１素子１４と第２素子１６との間に、再配置用シート２６が介在
している。また、第１素子１４は基板１２上に第１の接着剤２８で固定されており、再配
置用シート２６は、第１素子１４上に第２の接着剤３０で固定されている。また、第２素
子１６は再配置用シート２６上に第３の接着剤３２で固定されている。これら接着剤（２
８，３０，３２）には、従来よりダイスボンドに使用されているダイスボンドペーストが
用いられる。これらは、例えばエポキシ樹脂で構成されており、各下地（基板１２、第１
素子１４および再配置用シート２６）に、液状のものを滴下した後、素子１４，１６また
はシート２６を搭載して接着する。
【００２２】
上記再配置用シート２６は、図２に示すように、絶縁シート３４と、この絶縁シート３４
上に形成された複数の導体金属パターン３６とを具えている。この例では、導体金属パタ
ーン３６は、下地メッキパターン３８と導体金属メッキパターン４０とで構成されている
（図２（Ｂ））。そして、図１（Ｂ）に示すように、導体金属パターン３６は、第２素子
１６から露出している絶縁シート３４上の領域に形成されている。そして、それぞれの導
体金属パターン３６は、第２パッド接続用ポスト２０ｂから絶縁シート３４（再配置用シ
ート２６でもよいが。）に向かって延在する直線が第１パッド２２と接触せずに到達でき
る第１の位置３６ｘと、およびポスト接続用第２パッド２４ａとのワイヤボンディングが
可能な第２の位置３６ｙとを含んだ領域とにわたって連続形成されている（図１（Ｂ）お
よび図２（Ａ）参照。）。
【００２３】
そして、導体金属パターン３６と第２パッド接続用ポスト２０ｂとが第１中継ワイヤ４２
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によって結線されていて、同じ導体金属パターン３６とポスト接続用第２パッド２４ａと
が第２中継ワイヤ４４によって結線されている（図１（Ａ）および図１（Ｂ）参照。）。
この結果、第２パッド接続用ポスト２０ｂとポスト接続用第２パッド２４ａとを導体金属
パターン３６を介して電気的に接続させることができる。
【００２４】
また、第１パッド接続用ポスト２０ａと、ポスト接続用第１パッド２２ａとは、第１ワイ
ヤ４６で結線されている（図１（Ａ）および図１（Ｂ）参照。）。
【００２５】
そして、基板１２の上面は、第１素子１４、再配置用シート２６、第２素子１６、第１ワ
イヤ４６、第１中継ワイヤ４２および第２中継ワイヤ４４を覆うように、モールド樹脂４
８によって封止され封止部５０が形成されている。
【００２６】
以上、説明したように、この実施の形態では、ＭＣＰ１０の第１素子１４と第２素子１６
との間に導体金属パターン３６を有する再配置用シート２６が設けられている。したがっ
て、第２素子１６のポスト接続用第２パッド２４ａと第２パッド接続用ポスト２０ｂとの
電気的な接続は、ポスト接続用第２パッド２４ａと再配置用シート２６の導体金属パター
ン３６とを接続すること、および同じ導体金属パターン３６と第２パッド接続用ポスト２
０ｂとを接続することによってなされる。
【００２７】
再配置用シート２６の導体金属パターン３６は、ポスト接続用第２パッド２４ａとの接続
が容易な位置（第２の位置）３６ｙと、基板１２上の第２パッド接続用ポスト２０ｂから
再配置用シート２６に向かって延在する直線が、第１素子１４上の第１ボンディングパッ
ド２２と接触せずに再配置用シート２６に到達する位置（第１の位置）３６ｘとを含んだ
領域に形成されている。よって、ポスト接続用第２パッド２４ａの位置によらず、ポスト
接続用第２パッド２４ａと第２パッド接続用ポスト２０ｂとの電気的な接続を容易に行う
ことができる。このため、第２素子１６の設計の自由度を増大させることができる。
【００２８】
また、第２パッド接続用ポスト２０ｂと導体金属パターン３６との接続に第１中継ワイヤ
４２が用いられており、ポスト接続用第２パッド２４ａと導体金属パターン３６との接続
には第２中継ワイヤ４４が用いられている。この第１中継ワイヤ４２および第２中継ワイ
ヤ４４の各々の長さは、第２パッド接続用ポスト２０ｂからポスト接続用第２パッド２４
ａとを直接結線するのに使用される金属ワイヤの長さよりもずっと短い。よって、これら
第１および第２中継ワイヤ４２および４４の結線工程以降の工程での、これらワイヤ４２
，４４が変形したり破損したりするワイヤの不良発生率を大幅に低減することができる。
よって、ＭＣＰの製造の歩留まりの向上が図れる。
【００２９】
また、このように、第１および第２中継ワイヤ４２，４４の長さが短くなるために、ワイ
ヤループの高さを低くすることができる。これに伴い、パッケージの薄型化を図ることが
できる。
【００３０】
次に、図３（Ａ）～図３（Ｄ）を参照して、この実施の形態の半導体装置１０に用いられ
た再配置用シート２６の製造方法の一例につき説明する。
【００３１】
図３（Ａ）～図３（Ｄ）は、再配置用シート２６の製造工程の説明図であり、製造中の主
要な工程での構造体の構成が、上から見た平面図および断面図のうちの分かり易い方の図
で示されている。
【００３２】
まず、絶縁膜３４ｘ上に、後にこの絶縁膜３４ｘ上に形成される、複数の、１チップ単位
の導体金属パターンの形状に対応するマスクを設ける。
【００３３】
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この実施の形態では、絶縁膜３４ｘとして、ワイヤボンディング可能な程度の硬さを有す
る材料、例えばエポキシ樹脂やポリイミドからなる絶縁膜３４ｘ上に、第２素子１６の位
置、ポスト接続用第２パッド２４ａの位置、および第２パッド接続用ポスト２０ｂの位置
を考慮して設計された導体金属パターン３６のパターン形状に対応するマスクを設ける。
このマスクは、微細加工性に優れた金属、例えばＣｕ（銅）で形成されており、１チップ
あたりに形成されるパターンが複数、縦横に繰り返し形成されている（図示せず。）。
【００３４】
次に、マスクを用いて、絶縁膜３４ｘ上に１チップ単位の導体金属メッキパターン４０を
複数形成する。
【００３５】
したがって、この実施の形態では、上記マスクを用いて、導体金属メッキパターン４０の
形成領域に、無電解メッキ法を用いて下地メッキパターン３８を形成する（図２（Ｂ）参
照。）。下地メッキパターン３８としては、ここではＮｉ（ニッケル）を用いる。次に、
この下地メッキパターン３８を電極として用いて、電解メッキ法により、下地メッキパタ
ーン３８上に導体金属メッキパターン４０を形成する。導体金属メッキパターン４０の材
料としては、Ａｕ（金）、Ｐｄ（パラジウム）、Ｃｕ（銅）等の貴金属を用いることがで
きるが、この例では、Ａｕを用いる。これにより、図３（Ａ）に示すように、絶縁膜３４
ｘ上に複数の導体金属メッキパターン４０が形成される。なお、図３（Ａ）は、絶縁膜３
４ｘを上から見た概略的な平面図である。そして、絶縁膜３４ｘ上の点線で囲まれた領域
が、１チップ単位の再配置用シートとなる領域である。
【００３６】
次に、マスクを除去した後、複数の１チップ単位の導体金属メッキパターン４０が形成さ
れた絶縁膜３４ｘを、１チップ単位毎に分割して、各々１チップ単位の導体金属メッキパ
ターン４０を具えた複数の絶縁シート３４を形成する。
【００３７】
したがって、この例では、一般的に用いられているダイシング装置を用意する。ここでは
、少なくとも、スクライブリング５２、スクライブ用テープ５４および突き上げ機構部品
５６とを具えた装置を用意する。そして、導体金属メッキパターン４０が形成された絶縁
膜３４ｘを、スクライブリング５２に、スクライブ用テープ５４を介して固定する（図３
（Ｂ））。次に、カットライン、すなわち図３（Ａ）の絶縁膜３４ｘに点線で示した線に
沿って絶縁膜３４ｘを分割する（図３（Ｃ））。図３（Ｂ）は、ダイシング装置に固定さ
れた絶縁膜３４ｘを、上から見た平面図であり、図３（Ｃ）は、絶縁膜３４ｘを個々の絶
縁シート３４に分割した直後の構造体の断面図である。絶縁膜３４ｘは分割されて、絶縁
シート３４と導体金属メッキパターン４０とを具えた複数の再配置用シート２６となる（
図３（Ｃ））。
【００３８】
次に、突き上げ機構部品５６の突き上げピン５８を突き出す。これにより、再配置用シー
ト２６のうちの１つが突き上げられる。そして、この突き上げられた再配置用シート２６
は、コレット６０により引き上げられる（図３（Ｄ））。
【００３９】
その後、それぞれの再配置用シート２６は、通常のダイスボンド工程によって、第１素子
１４上に接着される（図１（Ａ）および図１（Ｂ）参照。）。
【００４０】
このようにして、図１のＭＣＰ１０に使用される再配置用シート２６を製造することがで
きる。
【００４１】
この結果、再配置用シート２６を、従来のダイシング装置を用いて容易に製造することが
できるので、新たな設備投資を行う必要がない。よって、製造コストも安価である。
【００４２】
＜第２の実施の形態＞
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第２の実施の形態として、図４を参照して、ＭＣＰの構造は、第１の実施の形態と同様で
あるが再配置用シートの構成が異なる例につき説明する。図４（Ａ）は、この実施の形態
の再配置用シートの構成を概略的に示す図であり、上から見た平面図で示してある。また
、図４（Ｂ）は、この再配置用シートの断面図である。また、図４において、第１の実施
の形態と同様の構成要素については、同一の番号を付して示す。
【００４３】
この実施の形態の再配置用シート６２は、絶縁シート３４と、この絶縁シート３４上に形
成された導体金属パターン３６とを具えている。そして、導体金属パターン３６は、外部
電極とのワイヤボンディング用の電極である。この例でいう外部電極とは、基板１２上の
第２パッド接続用ポスト２０ｂ、および第２素子１６上のポスト接続用第２パッド２４ａ
である（図１参照。）。
【００４４】
そして、絶縁シート３４上の、導体金属パターン３６が形成されている領域以外の領域に
、素子搭載領域６４が設けられており、この素子搭載領域６４には絶縁接着シート６６が
形成されている。
【００４５】
この例では、素子搭載領域６４に搭載される素子は第２素子１６である。また、絶縁接着
シート６６の材料としては、加熱により接着性を有する材料で、特に、熱可塑性と熱硬化
性との両方の性質を有する材料がよい。例えば、エポキシ樹脂とポリイミド樹脂との複合
材料を用いるのがよい。そして、この絶縁接着シート６６は、半硬化状態で設けられてい
る。ここでいう半硬化状態とは、下地上に絶縁接着シートの材料を塗布した後、常温（室
温）あるいは低温（４０～５０℃）で硬化させた状態をいう。
【００４６】
このように、再配置用シート６２の素子搭載領域６４に、予め、絶縁接着シート６６を設
けてあるので、この実施の形態のＭＣＰを製造するにあたり、再配置用シート６２上に第
２素子１６を接着するとき、接着剤を塗布する工程を省略できる。そして、この実施の形
態において、再配置用シート６２上に第２素子１６を搭載する工程では、絶縁接着シート
６６上に第２素子１６を乗せた後、加圧および加熱処理を行って絶縁接着シート６６と第
２素子１６とを接着させる。
【００４７】
この結果、再配置用シート６２に接着剤を塗布した後第２素子１６を搭載および固定する
一連の処理を行うよりも、約１時間処理時間を短縮することができる。
【００４８】
このような再配置用シート６２は、ほとんど第１の実施の形態で説明した方法と同様の方
法を用いて製造される。
【００４９】
すなわち、まず、絶縁膜３４ｘ上に、導体金属パターン３６の形状に対応するマスクを設
ける。次に、マスクを用いて、絶縁膜３４ｘ上に、下地メッキパターン３８および導体金
属メッキパターン４０を複数形成する。マスクを除去した後、導体金属メッキパターン４
０が形成された絶縁膜３４ｘを分割する（図３参照。）。
【００５０】
この実施の形態では、絶縁膜３４ｘ上にマスクを設ける前に、素子形成領域６４上に選択
的に、例えばエポキシ樹脂を塗布する。この後、常温で放置あるいは、低温（４０～５０
℃）で加熱して硬化させる。このときには、硬化反応が完全には終了していない。この半
硬化膜を絶縁接着シート６６と称する。この後、絶縁膜３４ｘ上にマスクを設けて、それ
以降の工程を行う。或いは、導体金属メッキパターン４０を形成した後であって、絶縁膜
３４ｘを分割する前に、上述したと同様にして、絶縁接着シート６６を設けてもよい。そ
して、この後、絶縁膜３４ｘを分割する。
【００５１】
　＜第１の参考例＞
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　第１の参考例として、図５を参照して、ＭＣＰの構造は第１の実施の形態と同様である
が、再配置用シートの構成が異なる例につき説明する。図５（Ａ）は、この参考例の再配
置用シートの構成を概略的に示す図であり、上から見た平面図で示してある。また、図５
（Ｂ）は、この再配置用シートの断面図である。
【００５２】
　この参考例の再配置用シート６８は、絶縁接着シート７０と、この絶縁接着シート７０
上に形成された導体金属パターン３６とを具えている。そして、導体金属パターン３６は
、外部電極とのワイヤボンディング用の電極である。この例でいう外部電極とは、基板１
２上の第２パッド接続用ポスト２０ｂ、および第２素子１６上のポスト接続用第２パッド
２４ａである（図１参照。）。
【００５３】
この例では、導体金属パターン３６が形成されるシート全体が絶縁接着シート７０で構成
されている。この、絶縁接着シート７０の材料としては、第２の実施の形態の絶縁接着シ
ート６６と同様の材料を用いるのがよい。例えば、エポキシ樹脂とポリイミド樹脂との複
合材料が用いられる。そして、絶縁接着シート７０は、半硬化状態で設けられている。こ
こでいう半硬化状態とは液状の材料を常温（室温）あるいは低温（４０～５０℃）で硬化
させた状態をいう。
【００５４】
　このように、この参考例の再配置用シート６８によれば、第１の実施の形態の絶縁シー
ト３４の代わりに絶縁接着シート７０を用いて、この絶縁接着シート７０上に導体金属パ
ターン３６が形成されている。この結果、この参考例のＭＣＰを製造するにあたり、第１
素子１４上に再配置用シート６８を接着する工程、および再配置用シート６８上に第２素
子１６を接着する工程において、それぞれ接着剤を塗布する工程を省略できる。そして、
この参考例においては、第１素子１４上に再配置用シート６８を乗せ、さらに、再配置用
シート６８上に第２素子１６を乗せた後、加圧および加熱処理を行って第１素子１４と再
配置用シート６８と第２素子１６とを接着させる。
【００５５】
この結果、第１素子１４および再配置用シート６８間、ならびに、再配置用シート６８お
よび第２素子１６間に、それぞれ接着剤を塗布した後固定する一連の処理を行うよりも、
大幅に処理時間を短縮することができる。
【００５６】
また、第１素子１４および再配置用シート６８間、ならびに再配置用シート６８および第
２素子１６間をそれぞれ接着するための接着剤が不要であるために、接着剤を用いる場合
と比べて、３０～５０μｍＭＣＰ全体の厚さを薄くすることができる。よって、半導体装
置の薄型化が図れる。
【００５７】
　＜第２の参考例＞
　第２の参考例として、図６～図８を参照して、ウェハレベルＣＳＰに再配置用シートを
設ける例につき説明する。
【００５８】
　図６（Ａ）は、この参考例のウェハレベルＣＳＰの構成を説明するための断面図である
。図６（Ｂ）は、図６（Ａ）の点線で囲まれた部分の拡大図である。また、図６（Ｃ）は
、この参考例のウェハレベルＣＳＰを上から見た平面図であり、外部接続端子および封止
部の下側の各構成要素の配置関係が示されている。
【００５９】
　図６によれば、この参考例の半導体装置（ウェハレベルＣＳＰ）７２は、上面に複数の
ボンディングパッド７４が形成されている半導体素子７６と、半導体素子７６のボンディ
ングパッド７４が形成されている領域以外の領域に接着された再配置用シート７８と、半
導体素子７６の上面を、再配置用シート７８が覆われるように封止する封止部８０とを有
する（図６（Ａ））。
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【００６０】
　上記再配置用シート７８は、絶縁シート８２と、ボンディングパッド７４と電気的に接
続された導体金属パターン８４とを具えている。絶縁シート８２は、第１の実施の形態で
説明したような素子上に接着剤で接着されるものでもよいし、第１の参考例で説明したよ
うな絶縁接着シートを用いてもよい。また、導体金属パターン８４は、少なくとも半導体
素子７６のボンディングパッド７４と同数の再配置ポスト８６と、再配置ポスト８６と同
じ数のワイヤ接続部８８と、再配置ポスト８６とワイヤ接続部８８とを接続する再配線９
０とで構成されている（図６（Ｃ））。
【００６１】
導体金属パターン８４は、全て配線金属パターンであってもよいし、全て導体金属メッキ
パターンであってもよい。また、導体金属メッキパターンとする場合には、下地メッキパ
ターンを介して導体金属メッキパターンを形成してもよいし、絶縁シートとの接着性が良
好であれば、絶縁シート上に直接導体金属メッキパターンを形成してもよい。また、絶縁
シート８２上に配線金属パターンで再配置ポスト８６、ワイヤ接続部８８および再配線９
０のパターンを形成した後、図６（Ｂ）に示すように、ワイヤ接続部８８に結線されるワ
イヤの金属に応じて、ワイヤ接続部８８のＣｕ配線パターン８４ｘ上に、下地メッキパタ
ーン８８ｘを介して導体金属メッキパターン８８ｙを形成してもよい。
【００６２】
また、ワイヤ接続部８８とボンディングパッド７４とは金属ワイヤ９２で接続されている
（図６（Ａ）および図６（Ｂ））。
【００６３】
また、再配置ポスト８６の上面には導体ポスト９４が形成されていて、この導体ポスト９
４の一部が封止部８０から露出している（図６（Ａ））。
【００６４】
　この参考例では、例えば、ワイヤ接続部８８とボンディングパッド７４間の結線をＡｕ
ワイヤ９２によって行うとする。したがって、まず、絶縁シート８２上に銅メッキ膜を施
した後、この銅メッキ膜上に、再配置ポスト８６、ワイヤ接続部８８および再配線９０の
形状に対応するレジストパターンを形成する。この後、レジストパターンをマスクにして
銅メッキ膜のエッチングを行い、再配置ポスト８６、ワイヤ接続部８８および再配線９０
の形状に応じたＣｕ配線パターン８４ｘを形成する。この後、ワイヤ接続部８８のＣｕ配
線パターン８４ｘ上に、下地メッキパターン８８ｘを介してＡｕからなる導体金属メッキ
パターン８８ｙを形成する（図６（Ｂ）参照。）。よって、この参考例のワイヤ接続部８
８は、Ｃｕ配線パターン８４ｘと、下地メッキパターン８８ｘと導体金属メッキパターン
８８ｙとで構成される。
【００６５】
　これにより、この参考例の再配置用シート７８が得られる。
【００６６】
　そして、ワイヤ接続部８８と半導体素子７６上のボンディングパッド７４との間のＡｕ
ワイヤ９２による結線は、この参考例では、次のようにして行われている。すなわち、ボ
ンディングパッド７４上に、Ａｕの金属球９６を形成して、ワイヤボンドの打ち上げ方式
を用いて、この金属球９６から金属球９６よりも高い位置にあるワイヤ接続部８８とを接
続している。これにより、ワイヤ接続部８８からボンディングパッド７４へ向かってワイ
ヤボンディングを行う方法よりも、ワイヤループの高さＨを低減することができる（図６
（Ｂ）参照。）。
【００６７】
　また、再配置ポスト８６の上面には、この参考例では、Ａｕからなる導体ポスト９４が
形成されている。そして、この導体ポスト９４およびＡｕワイヤ９２が覆われるように、
半導体素子７６の上面は、モールド樹脂によって封止された封止部８０が形成されている
。ただし、導体ポスト９４の一部（上面）は封止部８０から露出させてある。よって、封
止部８０の厚さは、Ａｕワイヤ９２が覆われる程度の厚さであればよく、この厚さに合わ
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せて導体ポスト９４の高さを設定すればよい。
【００６８】
　この参考例では、上記ワイヤ接続部８８とボンディングパッド７４との間のワイヤルー
プの高さＨを低くすることができるので（図６（Ｂ）参照。）、導体ポスト９４の高さを
低くすることができる。よって、半導体装置７２の薄型化が図れる。
【００６９】
なお、封止部８０から露出している導体ポスト９４の上面に、例えばハンダボール９８を
設けて、このハンダボール９８を外部との接続端子として用いる。また、接続用の電極が
形成された部材に導体ポスト９４の上面が接触するように搭載して用いることもできる。
【００７０】
　この結果、この参考例の半導体装置７２によれば、再配置用シート７８の導体金属パタ
ーン８４を変更するだけで、ピンアサインや配線を変更することが可能である。よって、
この半導体装置７２はユーザの要求に対して柔軟に対応することができる。また、再配置
用シート７８の変更だけで済むので、安価に対応することができる。
【００７１】
また、再配置用シート７８と素子上のボンディングパッド７４との結線をワイヤボンドに
より行っており、ボンディングパッド７４の再配置は、再配置用シート７８上の再配置ポ
スト８６およびワイヤ接続部８８間の再配線９０のパターン設定のみで行われるため、ボ
ンディングパッド７４の再配置を従来よりも容易に行うことができる。
【００７２】
また、この半導体装置７２は、既知の信頼性を有する半導体素子７６と、構造が簡単であ
るため信頼性の確認が容易である再配置用シート７８とを貼り合わせた構造である。した
がって、従来の装置よりも信頼性の高い装置７２を実現できる。
【００７３】
　次に、図７および図８を参照して、この参考例の半導体装置の製造方法の一例につき説
明する。
【００７４】
　図７（Ａ）～図７（Ｄ）は、この参考例の半導体装置の概略的な製造工程図であり、主
要な工程での断面の切り口が示されている。また、図８（Ａ）～図８（Ｃ）は、図７（Ｄ
）に続く製造工程図である。
【００７５】
まず、複数のボンディングパッド７４を具えた半導体素子７６の上面であって、ボンディ
ングパッド７４から露出する領域に、絶縁シート８２上に導体金属パターン８４を具えた
再配置用シート７８を接着する（図７（Ａ））。
【００７６】
再配置用シート７８の導体金属パターン８４は、再配置ポスト８６と、ワイヤ接続部８８
と、再配置ポスト８６およびワイヤ接続部８８を接続する再配線９０とで構成されている
（図６（Ｃ）参照。）。
【００７７】
次に、ボンディングパッド７４と導体金属パターン８４のうちのワイヤ接続部８８とを金
属細線９２で結線する。
【００７８】
　このため、この参考例では、ワイヤボンドの打ち上げ方式を用いて結線を行う。すなわ
ち、Ａｕからなる金属球９６をボンディングパッド７４上に形成した後、この金属球９６
からＡｕワイヤ９２を引き上げるようにしてワイヤ接続部８８と接合させる（図７（Ｂ）
）。
【００７９】
この工程に連続して、導体金属パターン８４のうちの再配置ポスト８６上に、導体ポスト
９４をワイヤボンドによるスタッドバンプによって形成する。
【００８０】
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　このため、この参考例では、導体ポスト９４として、Ａｕからなるスタッドバンプをワ
イヤボンドによって形成する（図７（Ｃ））。
【００８１】
次に、半導体素子７６の上面を、ボンディングパッド７４、再配置用シート７８、金属細
線９２および導体ポスト９４が覆われるように、モールド樹脂を用いて封止して、封止部
８０を形成する（図７（Ｄ））。
【００８２】
次に、封止部８０の表面を研磨して、導体ポスト９４の上面を封止部８０から露出させる
。
【００８３】
　このため、この参考例では、研磨機１００を用いて、導体ポスト９４の上面が露出する
まで、モールド樹脂の表面を研磨する（図８（Ａ）および図８（Ｂ））。なお、図８（Ａ
）は、研磨途中の構造体の断面図であり、図８（Ｂ）は、研磨が終了した直後の構造体の
断面図である。
【００８４】
その後、例えば、露出した導体ポスト９４の上面に、ハンダボール９８を形成する（図８
（Ｃ））。
【００８５】
この製造方法によれば、ワイヤ接続部８８とボンディングパッド７４との接続を、ワイヤ
ボンドの打ち上げ方式を用いて行い、その後、連続してワイヤボンディングによって再配
置ポスト８６上に導体ポスト９４としてのスタッドバンプを形成する。
【００８６】
この導体ポスト９４の形成は、従来、電解メッキ法を用いて行われていた。簡単に説明す
ると、再配置ポストのみを露出させるようにマスクを形成した後、電解メッキにより再配
置ポスト上に例えばＣｕをメッキする。その後、マスクを除去する。
【００８７】
　したがって、従来と比較すると、この参考例の製造方法では、導体ポスト９４の形成工
程を、ワイヤ接続部８８とボンディングパッド７４との結線工程と連続して、ワイヤボン
ディングを用いて行うことができる。よって、マスクの形成およびメッキ膜形成工程が不
要であるため、従来よりも製造コストを低減することができる。
【００８８】
　＜第３の参考例＞
　第３の参考例として、図９および図１０を参照して、第２の参考例の半導体装置を、ウ
ェハレベルで製造する方法の一例につき説明する。
【００８９】
　図９（Ａ）～図９（Ｄ）は、この参考例のウェハレベルＣＳＰの製造工程を示す概略的
な工程図である。また、図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）は、図９（Ｄ）に続く製造工程図で
ある。また、図９（Ａ）～（Ｄ）では、製造途中の構造体を上から見た平面図および断面
図のうち、分かり易い方の図を示している。図１０（Ａ）～（Ｃ）は、半導体ウェハを上
から見た平面図で示してある。そして、図１０（Ａ）および図１０（Ｂ）においては、半
導体ウェハ上の複数の半導体素子のうちの１つの素子の上面を拡大した図を合わせて示し
ている。
【００９０】
　まず、第１の実施の形態と同様にして、複数の再配置用シートを一括形成する。絶縁膜
８２ｘ上に、後に、この絶縁膜８２ｘ上に形成される、複数の、１チップ単位の導体金属
パターン８４の形状に対応するマスクを設ける。ただし、この参考例では、絶縁膜８２ｘ
を絶縁接着膜とする。絶縁接着膜８２ｘは、例えば、液状のエポキシ樹脂とポリイミド樹
脂との混合材料を常温あるいは低温（４０～５０℃）で硬化させた、硬化反応が完了して
いない状態の膜（半硬化膜）である。また、導体金属パターン８４は、再配置ポスト８６
、ワイヤ接続部８８、および再配置ポスト８６とワイヤ接続部８８とを接続する再配線９
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０の形状に対応するパターンとする（図６（Ｃ）参照。）。次に、このマスクを用いて、
導体金属パターン８４を形成する。この導体金属パターン８４は、配線金属パターンのみ
で形成してもよいし、導体金属メッキパターンとしてもよいし、配線金属パターンと配線
金属パターン上に部分的に形成された導体金属メッキパターンとで構成してもよい（図９
（Ａ））。
【００９１】
次に、一般的なダイシング装置を用いて、導体金属パターン８４が形成された絶縁接着膜
８２ｘを再配置用シート７８毎に分割する。
【００９２】
　このため、この参考例では、導体金属パターン８４を具えた絶縁接着膜８２ｘをスクラ
イブリング５２にスクライブ用テープ５４を介して固定する（図９（Ｂ））。この後、再
配置用シート７８毎に分割する（図９（Ｃ））。
【００９３】
次に、ダイシング装置の突き上げ機構部品５６の突き上げピン５８を突き出す。これによ
り、上記分割により形成された再配置用シート７８が突き上げられる。突き上げられた再
配置用シート７８はコレット６０によって引き上げられる（図９（Ｄ））。分割された再
配置用シート７８は、順次、この突き上げ機構部品５６およびコレット６０を用いて引き
上げられる。
【００９４】
次に、コレット６０により引き上げられた再配置用シート７８を半導体ウェハ１０２の各
半導体素子７６上に接着する。各半導体素子７６上には複数のボンディングパッド７４が
形成されている。この半導体素子７６のボンディングパッド７４が形成されていない領域
に再配置用シート７８を接着する（図１０（Ａ））。
【００９５】
次に、各半導体素子７６上のボンディングパッド７４と、再配置用シート７８のワイヤ接
続部８８とを、ワイヤボンドの打ち上げ方式を用いて、金属ワイヤ９２で以て結線する。
また、この工程に連続して、再配置用シート７８の再配置ポスト８６上に、既存のワイヤ
ボンドによるスタッドバンプで以て導体ポスト９４を形成する（図１０（Ｂ）および図６
（Ｃ）参照。）。
【００９６】
次に、半導体ウエハ１０２の上面全体に、モールド樹脂１０４を形成する。これにより、
半導体ウェハ１０２の上面の、各半導体素子７６上の再配置用シート７８、金属ワイヤ９
２、およびスタッドバンプ（導体ポスト）９４が、モールド樹脂１０４により覆われる（
図１０（Ｃ））。
【００９７】
この後、モールド樹脂１０４の上面を、既存の研磨機を用いて、スタッドバンプ９４の上
面が露出するまで研磨する。その後、スタッドバンプ９４の上面に、例えばハンダボール
９８を形成して、このハンダボール９８を外部接続用電極とする（図８参照。）。その後
、ダイシング装置を用いて、半導体ウェハ１０２をスクライブリングにスクライブ用テー
プを介して固定する。その後、各半導体素子７２毎に分割する。
【００９８】
　以上の工程を経ることにより、第２の参考例の半導体装置７２が、ウェハレベルで製造
される。
【００９９】
この結果、半導体ウェハ１０２の状態で、半導体装置７２を一括形成することができる。
よって、製造時間を大幅に短縮することができ、これがため、半導体装置の製造コストの
大幅な削減が期待できる。
【０１００】
　上述した第１及び第２の実施の形態と第１の参考例では、半導体素子を積層するタイプ
の半導体装置で、各素子同士間の電気的な接続はなされていなかったが、この発明はこの
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ような構成に限られるものではない。すなわち、例えば、第１素子のボンディングパッド
と第２素子のボンディングパッドとをワイヤボンディングすることにより、第１素子と第
２素子とを電気的に接続させた構造の半導体装置にも、この発明は当然適用できる。また
、積層される半導体素子は２つに限られず、さらに積層させた装置にも適用可能である。
【０１０１】
【発明の効果】
　上述した説明から明らかなように、上述した再配置用シートによれば、絶縁シートとこ
の絶縁シート上に形成された導体金属パターンとを具えている。
【０１０２】
　例えば、チップを積層するタイプの半導体装置（ＭＣＰ）において、基板上に第１の素
子と第２の素子とを、この順で積層してなる構造の、第１の素子と第２の素子との間に再
配置用シートを介在させる。そして、基板上に形成されたボンディングポストと、第１の
素子のボンディングパッドおよび第２の素子のボンディングパッドとを、それぞれ接続し
なければならない場合に、まず、ボンディングポストと再配置用シートの導体金属パター
ンとを接続し、この導体金属パターンと第２素子のボンディングパッドとを接続する。ま
た、ボンディングポストと第１の素子のボンディングパッドとは通常通りにワイヤボンデ
ィングする。導体金属パターンは、再配置用シート上の所望の位置に設けることができる
ために、第１の素子のボンディングパッドおよびボンディングポスト間を接続する金属ワ
イヤの位置によらず、第２の素子のボンディングパッドとボンディングポストとの間の接
続を行うことができる。このため、上述した再配置用シートによって、例えば上記の例に
おいては、第２の素子のボンディングパッドの再配置を容易に行うことができる。よって
、第２の素子の設計自由度を増大させることができる。
【０１０３】
　また、上述した再配置用シートの使用例として、例えば、ウェハレベルＣＳＰに適用す
る場合を考える。ウェハレベルＣＳＰでは、複数のボンディングパッドを具えた半導体素
子の、ボンディングパッドが形成されていない領域に再配置用シートを設ける。そして、
再配置用シートの導体金属パターンを、例えば、ボンディングパッドと同数の再配置ポス
トと、ボンディングパッドと同数のワイヤ接続部と、再配置ポストとワイヤ接続部とを接
続する再配線とで構成する。ワイヤ接続部は、再配置用シートのボンディングパッドとの
接続がし易い位置に形成することができる。したがって、ボンディングパッドとワイヤ接
続部とをワイヤボンディングによって容易に結線することができる。また、ワイヤ接続部
と再配線によって接続している再配置ポスト上に導体ポストを設け、この導体ポストの上
面が露出するように半導体素子の上面を、封止する。これにより、半導体装置のボンディ
ングパッドを封止部から露出する導体ポストに容易に再配置することができる。
【０１０４】
　したがって、再配置を行う電極が設けられた下地に、上述した導体金属パターンが所望
の位置に形成された再配置用シートを接着することによって、電極の導体金属パターンへ
の再配置を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（Ａ）は、第１の実施の形態の半導体装置の概略的な断面図であり、（Ｂ）は
、上から見た平面図である。
【図２】　（Ａ）は、第１の実施の形態の再配置用シートの上から見た平面図であり、（
Ｂ）は、断面の構成図である。
【図３】　（Ａ）～（Ｄ）は、第１の実施の形態の再配置用シートの製造工程図である。
【図４】　（Ａ）は、第２の実施の形態の再配置用シートの上から見た平面図であり、（
Ｂ）は、断面の構成図である。
【図５】　（Ａ）は、第１の参考例の再配置用シートの上から見た平面図であり、（Ｂ）
は、断面の構成図である。
【図６】　（Ａ）は、第２の参考例の半導体装置の断面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）の要
部拡大図である。また、（Ｃ）は、半導体装置の上から見た平面図である。
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【図７】　（Ａ）～（Ｄ）は、第２の参考例の半導体装置の製造工程図である。
【図８】　（Ａ）～（Ｃ）は、第２の参考例の半導体装置の、図７に続く製造工程図であ
る。
【図９】　（Ａ）～（Ｄ）は、第３の参考例の半導体装置の製造方法の説明に供する、製
造工程図である。
【図１０】　（Ａ）～（Ｃ）は、第３の参考例の半導体装置の製造方法の説明に供する、
図９に続く製造工程図である。
【図１１】　（Ａ）は、従来の半導体装置の上から見た平面構成図であり、（Ｂ）は、断
面構成図である。
【符号の説明】
　１０：半導体装置（ＭＣＰ）
　１２，５００：基板
　１４，５０４：第１半導体素子（第１素子）
　１６，５０８：第２半導体素子（第２素子）
　１８：第１素子形成領域
　２０ａ：第１パッド接続用ポスト（ボンディングポスト）
　２０ｂ：第２パッド接続用ポスト（ボンディングポスト）
　２２：第１パッド
　２２ａ：ポスト接続用第１パッド
　２４：第２パッド
　２４ａ：ポスト接続用第２パッド
　２６，６２，６８，７８：再配置用シート
　２８，５０２：第１の接着剤
　３０，５０６：第２の接着剤
　３２：第３の接着剤
　３４，８２：絶縁シート
　３４ｘ，８２ｘ：絶縁膜
　３６，８４：導体金属パターン
　３６ｘ：第１の位置
　３６ｙ：第２の位置
　３８，８８ｘ：下地メッキパターン
　４０，８８ｙ：導体金属メッキパターン
　４２：第１中継ワイヤ
　４４：第２中継ワイヤ
　４６，５１２：第１ワイヤ
　４８，１０４：モールド樹脂
　５０，８０，５１６：封止部
　５２：スクライブリング
　５４：スクライブ用テープ
　５６：突き上げ機構部品
　５８：突き上げピン
　６０：コレット
　６４：素子搭載領域
　６６，７０：絶縁接着シート
　７２：半導体装置（ウエハレベルＣＳＰ）
　７４，５０３，５０７：ボンディングパッド
　７６：半導体素子
　８４ｘ：Ｃｕ配線パターン
　８６：再配置ポスト
　８８：ワイヤ接続部
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　９０：再配線
　９２：金属ワイヤ（Ａｕワイヤ）
　９４：導体ポスト（スタッドバンプ）
　９６：金属球
　９８：ハンダボール
　１００：研磨機
　１０２：半導体ウェハ
　５１０：ボンディングポスト
　５１４：第２ワイヤ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(18) JP 4780844 B2 2011.9.28

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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